
 

 

บทท่ี 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในการจัดสร้างหม้อแปลงเทสลา 
 

5.1.1  ขดลวดแรงสูง (L2) 
1. ใชท้่ออะคริลิคขนาด 6 น้ิว ลวดเบอร์ 28 SWG  ซ่ึงมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  0.03 cm หรือเท่ากบั 

0.01 น้ิว พนัขดลวดสูง 24 น้ิว จ  านวนรอบที่พนั 1630 รอบ 

2. ใชผ้ลรวมความจุไฟฟ้าประมาณ 45 pF 

 

5.1.2  ขดลวดแรงต ่า (L1) 
1. ใชท้่อทองแดง ขนาด 1/4 น้ิว เบอร์ 22  ซ่ึงมีความหนาของส่วนที่เป็นทองแดง เท่ากบั 0.02 น้ิว
จ านวนรอบที่พนัทั้งหมด 14 รอบ ความสูงของขดลวดทั้งหมด 6.12 น้ิว  รัศมีของขดลวด 6.3 น้ิว  
2. ตวัเก็บประจุดา้นแรงต ่า (C1) มีค่าเท่ากบั 43.7 nF ทนแรงดนัได ้12 kV ซ่ึงใชต้วัเก็บประจุยอ่ยแต่ละ
ตวัมีค่าความจุ 0.1μF2 kV ต่ออนุกรม ขนานทั้งหมด 72 ตวั 
 

5.1.3  ส่วนประกอบของหม้อแปลงเทสลาแบบใช้สวติช์อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
1. แหล่งจ่ายไฟ 0-220 Vac 50 Hz 
2. วงจรเรียงกระแส Bridge Rectifier ใชไ้ดโอดเบอร์ MDQ150A1600V  

3. วงจร Full Bridge Inverter ใชไ้อจีบีทีเบอร์ GA200SA60U ทั้งหมด 4 ตวั 

4. วงจรควบคุม Control Circuit  ใชไ้อซีเบอร์ TL 494 ในการสร้างสัญญาณพลัส์วิดมอดูเลชัน่และใช้

ไอซีไดร์ขยายก าลงัเบอร์ TC 4422 จ านวน4ตวั และหมอ้แปลงแยกกราวด์ทางไฟฟ้าให้วงจร Full 

Bridge Inverter ใชแ้บบแกนเฟอร์ไรต ์2 ตวั พนัอตัราส่วน 1:1  

 

5.2  สรุปผลการวจิัย  
วิทยานิพนธ์น้ีน าเสนอ การสร้างหมอ้แปลงเทสลาโดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเป็นสวิตช์ ซ่ึง

วงจรก าลังประกอบด้วยสวิตช์ IGBT 4 ตวั ต่อวงจรเป็นอินเวอร์เตอร์แบบฟูลบริดจ์ ตลอดจนได้

ออกแบบ และสร้างวงจรตน้แบบ ซ่ึงผลจากการจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรม OrCAD และผลการ

ทดลองจริง ยนืยนัถึงวธีิการที่น าเสนอน้ี สามารถสร้างแรงดนัสูงสุด 130.6 kVp  ความถ่ีสูงสุด 142 kHz 
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สามารถน าไปทดสอบการวาบไฟบนลูกถ้วยกา้นตรงแบบ 55-5 และทดสอบการวาบไฟบนลูกถว้ย

แขวนแบบ 52-1 และเคร่ืองตน้แบบน้ีมีขนาดเล็ก ราคาถูก สามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
วทิยานิพนธ์น้ีเป็นแนวทางเบื้องตน้ของการสร้างหมอ้แปลงที่มีแรงดนัสูงความถ่ีสูงโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ก าลงัเป็นสวติช ์ทดสอบการวาบไฟบนลูกถว้ยกา้นตรงแบบ 55-5 และทดสอบการวาบ

ไฟบนลูกถว้ยแขวนแบบ 52-1 ได ้แต่งานวจิยัน้ียงัมีขีดจ ากดับางประการ คือ วงจรไม่สามารถท างานที่

ความถ่ีสวติชสู์งมาก ไดเ้น่ืองจากพกิดัความถ่ีของ IGBT ที่ใชมี้ขีดจ ากดัสูงสุดอยูท่ี่ 200 kHz (ที่สภาวะ

การสบัสวติชแ์บบนุ่มนวล) จึงสามารถทดสอบลูกถว้ยไดแ้ค่สองชนิด เน่ืองจากค่าความจุไฟฟ้าของลูก

ถว้ยแต่ละชนิดมีค่าแตกต่างกนั ในการพฒันาหรือต่อยอดงานวิจยัต่อไปจึงควรเปล่ียนสวิตช์ที่รองรับ 

ความถ่ี และกระแส ที่สูงกว่าน้ี เพื่อให้รองรับมาตรฐานการทดสอบ ANSI C29.1(1988) ซ่ึงเป็น

มาตรฐานที่ใชใ้นการทดสอบลูกถว้ยปัจจุบนั  

 


